
レポート概要

製品特徴

解析内容＆レポート価格
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GaN FET(650V) :  ルネサスエレクトロニクス TP65H030G4PRS
パッケージ、GaN FET構造解析レポート

パッケージ外観 GaN FET + Si MOSFET チップ全体像

Si MOFET

GaN FET

ルネサスエレクトロニクスは、高耐圧650Vの窒化ガリウム（GaN）パワー半導体の新製品を発売し、

量産を開始しました。新製品は新たなプロセス「第4世代プラス（Gen Ⅳ Plus）」を採用し、従来の

第4世代（Gen Ⅳ）と比較して、ダイサイズを14％低減、オン抵抗を30mΩまで低減したことにより、

電力効率の向上を図っています。また、本製品は2024年6月に買収されたTransphorm社の実績のあ

るSuperGaN技術※が採用されていることも特徴です。本製品はAIサーバ、EV充電システム、UPS

（無停電電源）装置、太陽光発電インバータなどの1kW~10kWクラスの電源システムに適しています。

今回、本製品のパッケージ構造解析および搭載されているGaN FETのチップ構造解析レポートを

リリースしました。

・大電流GaN (55A)

・Cascode配置 ⇒SiC JFETよりスイッチングが早い

・FOM ： Qgd・Ron= 198 nC・mΩ  (Si SuperJunctionでは 740～868 nC・mΩ)

型番： TP65H030G4PRS VDS=650V、ID=55.7A、RDS(ON)=30mΩ 製品リリース日：2025年6月

※SuperGaN：高耐圧D-mode GaNと低耐圧Si MOSFETを直列に接続した
                       カスコード構造を活用したノ―マリーオフGaN FET

①パッケージ構造解析レポート： 価格￥250,000（税別) 発注後1weekで納品

・ ボンディングワイヤ、ダイアタッチなどの材質の分析、各層の膜厚の測長を実施しています。

また、本製品ではSi MOSFETがGaN FETチップに縦積みされており、Si MOSFETチップとGaN

FETチップ間の接続材料についても観察、分析を行っています。
   

② GaN FET構造解析レポート： 価格￥800,000（税別) 発注後1weekで納品

・GaN FETチップについて各層の配線レイアウト、各メタル層やGaN epi層の層厚、材料分析を

行っています。特に今回の解析により、データシートの等価回路に記載がない受動素子がGaN 

FETチップ上に形成されていることが判明しました。

TP65H030G4PRS製品情報

https://www.renesas.com/ja/products/tp65h030g4prs?srsltid=AfmBOoqUlv-CdgM3c_sUr3rgvox9F1FAl_qykGdHLr7gglERJYThgAQq
https://www.renesas.com/ja/products/tp65h030g4prs?srsltid=AfmBOoqUlv-CdgM3c_sUr3rgvox9F1FAl_qykGdHLr7gglERJYThgAQq


①パッケージ構造解析レポート 目次

【目 次】 Page

1 デバイスサマリー

1-1
Table 1-1: デバイスサマリー
解析結果まとめ

・・・
・・・

3
 4

2 パッケージ解析
2-1 パッケージ外観 ・・・ 7-8
2-2 内部レイアウト観察 ・・・ 9

2-3 チップ観察 ・・・ 10-12
2-4 パッケージ断面構造解析 ・・・ 13-31
2-5 リードフレームの寸法 ・・・ 32-34

R
e
p

o
rt N

o
：

2
5
G

-0
2
7
4
-1

,2
 

R
e
le

a
s
e
 d

a
y：

2
0
2
5
.1

0
.2

4



①パッケージ構造解析レポートからの抜粋

パッケージ断面構造

Si MOSFETーGaN FET接続部断面構造

Si MOSFETーGaN FET接続部断面構造
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② GaN FET構造解析レポートからの抜粋

チップレイアウト
(Top Metal レイヤ)

セル領域 断面SEM像

セル領域 断面TEM像(GaN-Epi層)
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